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fie1d Hd の大きさによって反転磁化の立ち上り時間 (switching time) がちがうが、 Hd が比較的小さ
いとき(三 10 Oe) 、 1n 1n[lr/(Ir-1)] と 1n t の聞に直線関係がみられた(Ir は飽和磁化である)。これ
は存在する反転の芽から反転磁区が一斉に生長し、また熱運動によってたえず作られる芽からの生長
がこれに伴うためであるとして解析される。またトーラス面に垂直に静磁場をかけておくと switching
time が減少するが、これは磁化の一様回転が上記機構に加わるためで、特に Hd が大きいときその寄
与が大きい (2~3%)。著者は Gi1bert 方程式を解き、磁化構成分を観測することによって、この結
論をえた。
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